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2.  Uvod

Cilem této prace je navrhnout a sestavit nakijeNiCd a NiMh ¢lanka tfizenou
mikroprocesorem. K samotnémuizeni procesu nabijeni jsem se rozhodl vyuzit
mikroprocesor MC9S08QG8 od firmy Freescale. V f@taci si beru za cil dokazat Sirokou

moznost uplaténi mikroprocesar fady QGS8.

3. NiCd a NiMh baterie

Nabijeciclanky NiCd a NiMh maji velice podobné charaktecisté vlastnosti a take
nabijeci a vybijeci charakteristiky. Nominalni hotin nagti u obou chemickych typje
1,2V. Nagti pri vybijeni €chto akumulatar by nenglo klesnout pod 0,9V (75 %
nominalniho nagti ¢lanku).

K detekci plného nabiiflanka Ize pouzit mnoho rozihych metod, né€pstji je vSak
pouzivana metoda indikace poklesu &apAV. DalSi metodou vhodnou pro oba typy

akumulatoti je sledovani naéstu teploty pi nabijeni.

3.1. Metoda — AV

Tato metoda sleduje {isech nagti na nabijeném akumulatoru. Pokud je indikovan
pokles napti dochazi k ukoteni nabijeni. Pro oba typy akumuldtge nastavena hodnota

poklesu nagti na 5 mV

4. Hardwarové vybaveni

Samotné hardwarové vybaveni aplikace je mozno¢hibzdo nékolika funkenich
celki.

4.1. Napdjeci zdroj

Aplikace ke své funkci vyuziva éwnapdjeci nafii a to 5V a 3,3V. Zdrojthto nagti
je umistn na oddleném modulu. Zdroj 5V je pouZzit k samotnému natbijes procesu baterii
a také k napajeni operaho zesilovée pouzitého k zstSeni rozsahu ADipvodniku v nitici

¢asti aplikace. Zdroj 3,3V pouziva ke svému napajeikioprocesor.
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Obr 1. Schéma napajeciho zdroje
Napdjeci zdroj pouziva transformator gmha sekundarnimi vinutimi o né&p 9V.
Toto nagti je nasleda usn®rnéno a filtrovano kondensatorem C1. Filtrované diage
piivedeno na stabilizator IC1. Na vystupu stabiliratge nagti 5V nasleda podruhé
filtrovano a givedeno na vystupni svorkovnici. N#p5V je déle pivedeno na stabilizator

IC2, a odtud ot po filtraci pivedeno na svorku 3,3V

4.2. Vybijeci ¢éast
Vybijeci ¢ast je aktivovana logickou jedikiou na pisluSném portu mikroprocesoru.
Rezistor R11 a dioda LED2 slouzi jako indikace \aktio vybijeni baterie. Rezistor R12
slouzi k omezeni proudu tekouciho do baze tranzis@y3. Baterie je vybijena rezistorem
R13 @i sepnutém stavu tranzistoru Q3.
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Obr 2. Schéma vybijeaiasti

4.3. Nabijeci c¢ast
Nabijeci ¢ast pouziva napdjeci n#p 5V. Je spousha logickou jednikou na
piislusném portu mikroprocesoru. Rezistor R35 omeprgped tekouci do baterie na 300mA
pii pIné vybité baterii, az po 245 mAripdpiném nabiti. Rezistory R31 a R34 reguluji proud



tekouci do baze jednotlivych spinacich tranzist®tezistor R33 a Dioda LED1 slouzi jako
indikace pra¥ probihajiciho nabijeni. Rezistor R32 z&ji& Uplné uzakeni tranzistoru Q1.
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Obr 3. Schéma nabijec@sti

4.4, MéFici ¢éast
Opera&ni zesilové je zapojen jako zfinovazebni zesilowanagti méteného na
baterii. Hodnota zesileni je nastavena rezistory RZR22 pblizné na 2,5. Rezistor R25
zaji¥uje uzemeini kladného vstupu zesilos, ¢imz brani pechodu vystupu OZ do saturace.
Rezistor R23 a dioda D1 tkiaefererni zdroj pro OZ. Rezistor R24 slouzi k omezeni drou
tekouciho do OZ tak, aby nedoslo k jeho poSkozeni.
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Obr 4. Schéma ri&ici ¢asti
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4.5. Ovladaci ¢ast a programovaci ¢ast

Aplikace miZze byt nabijena z rozhrani BDM nebo z externihcetiggipojeného na
svorkovnici J2. Repinani &hto nagti je zajiStno jumperem JP1. Toto ndpje nasleda
filtrovano kondensatory C1 a C2 diyedeno na napdjeci kontakty mikroprocesoru. Dioda
LED9 a rezistor R45 indikuji fitomnost napajeciho né&jp Rezistor R1 a C3 zaji§ji
spravnou funkci restartu vyvolaného rozhranim BOR&zistor R40 a dioda LED10 spolu
s tlatitkem TL1 a rezistorem R39 slouzi k&&imu ovladani aplikace. Jumpery JP2 az JP5

slouzi k gepinani funknosti pori mezi programovaci a ovladaci funkci.
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Obr 5. Schéma ovladaci a programovaasti

5. Softwarové vybaveni

Nabijetka je vybavena dima ffiznymi rezimy nabijeni. Prvni rezim zaji§e pouze
nabijeni baterie, druhy pakiqul samotnym zagetim nabijeni nefdve baterii vybiji na
hodnotu 0,9V. Tento rezim je volen pévyedeni napajeciho n&h, kdy mikroprocesoteka
v nekonéné smyce na volbu rezimu. Tato je provedena stisknutagitda TL1 a rezim je

indikovan diodou LED10. Volba rezimu je znazéma na nasledujicim obrazku.
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Obr 6. Casovy pfibéh startu programu



Po zvoleni rezimu aplikace je tento naskedpusén. Nabijeni je ovladano pro kazdou
nabijeci biiku zvla¥ a je spinano na spodnicgtyiech bitech portu PTB. Vybijeni je
realizovano také na tomto portu, ovSem na jeho ihpatovirg. Aplikace musi zamezit
sowasnému spudhi vybijeni i nabijeni pro jednu bku. Méfeni je realizovano na spodni
poloving portu PTA. Bi méfeni je zadana malé&ekajici smyka, ktera zajifuje ustaleni
nagéti na baterii ped vlastnim réfenim. Vysledek je porovnan geglchozim vysledkem a
naopak dojde k poklesu n#pna baterii je v prognné ponechanaidpodni hodnota a ip
nasledujici cyklu je afi porovnavana, dokud nedojde k poklesudtiap 5 mV. Je-li pokles
indikovan je nabijeni hiky ukonteno. Ri vybijeni je hodnota porovnavana s urovni 0,9V.
Pokud napti v buice dosahne této hodnoty je proces vybijeni t&ora je spush proces
nabijeni. V okamziku gteni je také kontrolovanaripomnost baterie v bice. Ri zjiSteni
negitomnosti baterie je tato vyjmuta z p&probihajiciho operace atipdalSim cyklu
nedochazi k sepnutitigplusného ovladaciho portu. Samotny nabijeci (egh)jcyklus je
znazorrn na dalSim obrazku. Jak je z obrazku patrigeni probiha pouze pokud neni zadny

proces aktivni.
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Obr 7. Casovy piibeh msteni

6. Zaver

Vysledkem této prace je @riunkéni nabij€. Mikroprocesorrady QG8 Ize v této
aplikaci bez probléfnvyuzit. BBhem vyvoje jsem v prvnim navrhu narazil rékalik
nedostatl, které se nakonec pddla odstranit. Softwarovéast byla naprogramovéna vice
mére bez problém.
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Priloha ¢.2 - Deska ploSnych spdij nabijeciho modulu
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Priloha ¢.4 — Deska plosSnych spdijnapajeciho modulu
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